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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Розроблення і створення діагностичного комплексу для тестування мікрохвильових діодів на основі
широкозонних напівпровідників.

Назва роботи англійською:
Development and creation of diagnostic complex for testing of microwave diodes on the basis of wide-gap
semiconductors.

Реферат українською:
Науково-технічний звіт складається зі вступу, чотирьох частин та висновків. В звіті 118 сторінок
машинописного тексту, з них 110 сторінок основного тексту, 52 ілюстрації, 2 таблиці та список посилань з 121
найменувань. Об'єктом дослідження проведеної роботи є методики діагностування мікрохвильових діодів на
основі широкозонних напівпровідників та теплових опорів оптоелектронних виробів. Метою роботи є
розробка діагностичних комплексів для аналізу мікрохвильових діодів Ганна, p-i-n та лавино-пролітних
діодів, та розробка діагностичного комплексу для тестування теплового опору потужних світлодіодів. В ході
виконання НДР проведено патентний пошук по створенню пристроїв для вимірювання теплових опорів
напівпровідникових діодів, у тому числі світлодіодів, на основі якого виконано розробку діагностичного
комплексу для вимірювання теплових опорів напівпровідникових діодів і виробів оптоелектроніки. Створено
макет діагностичного комплексу для тестування теплових опорів діодів, працюючих на прямій гілці ВАХ з
вихідними параметрами: - діапазон напруг: 0 - 10 В; - діапазон струмів: 0 - 10 А; - діапазон тривалості
імпульсів: 10-5 - 103 с; - діапазон температур: 100 - 400 К. Апробовано в експерименті макет діагностичного
комплексу для тестування теплового опору мікрохвильових діодів, в тому числі світлодіодів. Подано заявку
на патент України на корисну модель Ключові слова: діод Ганна, лавино-пролітний діод, p-i-n діод, тепловий
опір, сітлодіод, діагностичний комплекс

Реферат англійською:
Scientific report consists of an introduction, four parts and conclusions. The report 118 typescript pages, including
110 pages of main text, 52 illustrations, 2 tables and link list of 121 names. The object of this work is the study of
methods of diagnosing microwave diodes based on wide-gap semiconductors and thermal resistances of
optoelectronic products. The aim is to develop diagnostic systems for the analysis of microwave Gunn diodes, pin
and avalanche-transit diode and development of diagnostic tests for complex thermal resistance of power LEDs. In
the course of research conducted patent searches to create devices for measuring the thermal resistance of
semiconductor diodes, including LEDs, from which developed the diagnostic complex for measuring the thermal
resistance of semiconductor diodes and optoelectronic products. A model of complex diagnostic tests for thermal
resistance diodes working on the line branch of the CVC output parameters: - Voltage range 0 - 10 V; - Current
range: 0 - 10 A; - Pulse duration range: 10-5 - 103 s; - Temperature range 100 - 400 K. Tested in a model
experiment to test the diagnostic complex thermal resistance microwave diodes, including LEDs. Result was
applied for a patent. Keywords: Gunn, avalanche-transit diode, pin diode, heat resistance, sitlodiod, diagnostic
system
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